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 مقدمه -3 فصل

 پيشگفتار -3-3

، بحث دهای فرکانسی متنوعگسترده از بان استفادهو  گسترش روزافزون مخابرات بیسیمبا امروزه 

یکی از  گرفته است. مورد توجه قرار بیش از پیش جلوگیری از تداخل و بازتاب امواج الکترومغناطیسی

 است. 1ی مایکروویویهاجاذبحذف آثار نامطلوب تداخل و بازتاب امواج، استفاده از ها برای راه

ژی امواج الکترومغناطیسی، مانع از انعکاس هایی هستند که با جذب انر مایکروویوی، ساختار های جاذب

شود. این اتلاف انرژی با تبدیل انرژی  شوند. جذب انرژی معمولاً با اتلاف آن انجام می و عبور امواج می

فراوانی دارند. به طور کلی در هر جایی که  هایها کاربرد جاذب .[1] گیرد موج به انرژی حرارتی صورت می

توان به ها میشود. از کاربردهای آن اده میها استف انعکاس امواج مزاحمت ایجاد کند، از جاذب

. همچنین در بعضی تجهیزات گیری بدون انعکاس اشاره کرد ازههای اند های آنتن و اتاق آزمایشگاه

های نظامی به منظور   کنند. در زمینه استفاده می تارهامنظور کاهش تداخل از این ساخ مخابراتی به

ها استفاده  نظامی مانند هواپیما و زیردریایی از جاذب قلیهادوات و وسایل ن 2یکاهش سطح مقطع رادار

ها  ها انواع مختلفی دارند و آن شود تا شیء مورد نظر به راحتی توسط رادار تشخیص داده نشود. جاذب می

و  9ها را به دو گروه تشدیدی وان آنت میاز نظر پهنای باند کنند.  بندی می وناگونی دستههای گ را به صورت

-و همچنین از نظر ساز و کار به دو گروه مغناطیسی و غیر مغناطیسی تقسیم میتقسیم کرد.  4باند پهن

                                                 

1
 Microwave Absorbers 

2
 Radar Cross Section (RCS) 

3
 Resonance 

4
 Wideband 



2 

ر های غیدر این پژوهش تنها جاذبهای جذب، با توجه به گستردگی مبحث و تنوع در روش. شوند

ساختار پیشنهادی طراحی شده نیز در همین خانواده  گیرند.مورد بررسی قرار می 1ایمغناطیسی صفحه

 گیرد.قرار می

شود و سیر ها ارائه میمختصری از آن در بخش بعدی تاریخچهها، به منظور آشنایی بیشتر با جاذب

  گیرد.ها از گذشته تا به امروز مورد بررسی قرار میتکاملی آن

 ها از گذشته تا به امروزاذبج -3-2

معرفی از تجهیزات مخابراتی در خلال جنگ جهانی دیگر هم مانند بسیاری یکروویوی های ما جاذب

های مقابله با آن را  شدند. در جنگ جهانی دوم همزمان با پیدایش رادار دانشمندان بر آن شدند تا راه

این باید به اصطلاح رادارگریز باشد. بنابرهان باشد یا ای بود که از دید رادار پن بیابند. هدف، ساخت وسیله

دادند. اولین و مؤثرترین روش، تغییر شکل و طراحی  با روشی سطح مقطع راداری جسم را کاهش می

ای که کمترین انعکاس را به سمت رادار داشته باشد. در مرحله  مناسب شکل ظاهری جسم است به گونه

جاذب است تا سطح مقطع راداری جسم  سطح خارجی جسم با یک مادهشاندن دوم مؤثرترین راهکار، پو

[. بنابراین تمام تلاش دانشمندان بر این بود تا جاذبی درست کنند که در 1به حداقل ممکن کاهش یابد ]

 پهنای باند وسیعی حداکثر جذب را داشته و در عین حال نازک، سبک و ارزان باشد.

که  است 2ای معرفی شد. نام این جاذب صفحه سلیزبری فحهمیلادی اولین جاذب ص 13.2سال در 

 این جاذب از یک صفحه مقاومتی تشکیل شده که در فاصله[. 2شود ]ی محسوب میتشدیدنوعی جاذب 

4/λ این جاذب در آن زمان موفقیت بزرگی محسوب  پیدایش. هر چند که گیردزمین قرار می از صفحه

                                                 

1
 Planar 

2
 Salisbury screen 
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 از معرفی صفحه بعداندکی ها پهنای باند کم آن بود.  شد اما این جاذب معایبی داشت که مهمترین آن می

 دهد که این جاذب قبل از صفحهمیاما شواهد تاریخی نشان  .[9]معرفی شد   1سلیزبری، جاذب ژائومان

در این جاذب با . [4] کردنداز آن استفاده می هاآلمانیسلیزبری وجود داشته و در جنگ جهانی دوم 

افزایش یافته که در نتیجه منجر به افزایش پهنای باند  تشدیدهای مقاومتی، تعداد نقاط افزایش تعداد لایه

این جاذب مشکل پهنای باند حل شد اما هنوز یک مشکل عمده وجود داشت و آن  ارائهبا  شود.می

آورده شده  9ار این دو نوع جاذب در فصل باره طرز کجزئیات بیشتر در ضخامت زیاد این ساختار بود.

 است.

های آنالوگ ها در طراحی فیلترها، جاذبو کاربرد آن 2گر فرکانسپس از پیدایش سطوح گزینش

ها در کنار یکدیگر  FSSها با قرار دادن تعداد بیشماری از در این گونه از جاذب[. 4معرفی شدند ] 9مداری

این  تواند باعث جذب شود.می تشدیدکنند که این ساختار با تشکیل نوعی ساختار متناوب ایجاد می

های آنالوگ ها در جاذباین لایه لایه تشکیل شده باشند اما فاصلهها ممکن است از چندین ساختار

تحلیل این شود. تر منجر به ضخیم شدن ساختار میهای پایینباشد که در فرکانس λ/4مداری باید 

هایی که توسط این روش اکثر نمونهها به راحتی امکان پذیر است.  FSSار معادل برای رسم مدها با جاذب

ها زیاد ضخامت آنپهنای باند مناسبی ندارند و یا در صورت داشتن پهنای باند مناسب،  اند،طراحی شده

-نیز جاذب 4به تازگی به کمک فراموادها معرفی شده است. از این جاذب دو نمونه[ .و .است. در مراجع ]

ها توان از آنها نمیهایی با ضخامت خیلی کم طراحی شده است. اما با توجه به خاصیت ذاتی فرامواد

[ برای طراحی 6در مرجع ] .یک روش جدید نیز به نام روش مدار خازنی انتظار پهنای باند زیادی داشت.

                                                 

1
 Jaumann 

2
 Frequency Selective Surface (FSS) 

3
 Circuit analog absorber 

4
 Metamaterial 

5
 Capacitive circuit method 


